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Uktad UL 1000 zawiera dwa _tranzystory* "polaczoné w
ukladzie‘przydatnym w konstr&kc;ach modulatordéw kolo~
wych. Wymaga zastosowania dwéch transformatordéw rdéwno~
wazacych. Uklad przeznaczony Jest do zastosowania w u~
kiadach teletechnicznych.

Parametry dopuszczaine

UL 1000L
ULA 1000L

Modulator (demodulator)
kotowy

Obudowa CE 52

G
/"amb = +25°¢c/
Wartosé

Oznaczenie Nazwa Jedn. »in i nex
UCB "Napiecie stale kolektor-baza v —50
UEB Napiecie stale emiter-baza v 5
UCS Napiecie stale kolektor-podtozZe \ 4 12

IC Prad staly kolektora /3ednego
tranzystora/ £ \ mA 10"

. P. Moc tracona w oagym ukladzie
- /pray tamb = 100°C/ mW 100
% Zakres temperatur UL 1000L -25 +100
amb ac oc

pracy ULQ 1000L =40 +100
ot Zakres temperatur UL 1000L o -40 +125
€ PRESCNONYRAOIA ULA 1000L £ -55 +125

Ukéad w;p'o wadzeh

' Widdk od spodu

10

Schemat wewngtrzny




. Parametry charakterystyczne
[ty = +23°C/

Oznaczenie Nazwa 7ean.| - Wertosd larunﬁa‘::miaru
nin typ nax
IOBO Prad zerowy kolektoro' ‘nA -9 100 Ugp=? Vi Ip=0 A
;EBO Prad zerowy emitera “ | nA 3 109‘ Upp=1 V; Ic-,o A
Iog Prad zerowy kolektor- nA 5 | 100 |Ugg=9,5 V
=podiote
u Napiecle przebicia v 10] 3% I,=10 pA; I =0 A
/BR/CBO kolektor~baza ° ) ¢ ) 5
’ - .
u . ' Napiecie przebicia \'4 5 7 I,=200 pA; I =0 A
/BR/EBO emgtgr—baza ’ E c
m"b A Aufmuugggiqcie‘przebioia A 9 '13 I.=10 nd; =0 A
/BR/CRO kolektor-emiter ¢ P Ip
v "I Napiecie prezebioia v 12| 36 ~I_. =10 pA; I=0 A
/BR/CS kolektor-podtoze ’ ICEO A -
B
h ' - otatyozna wartodé wapdz- ; 201 75 U= V; I.=150 nA
218 ozynnika wgzmoonienia "// 5 CE ¢ )
pradowego /w ukiadzie
wspélnego emitera/
| U i=Unrs | | R62nica napigé stalyoh | v | | 2 | 5 |~Ip =-I.,«150 pA
I BE1 U332| miedzy bazg a emiteren v E'_ 32_5 v
'tranzyator w CB1™ "CB2 .
U - RdZnioa napieé stalyoh mv 2 5 | =1 0= 150
l BE> UBE“I miedzy baag a emiterem : : v BJ U Ek:s v b
tranzystor w T4 i Tk CB3™CB4
h -h {1 Réznica statycznych war- 0,002;0,008]| I, »=I,;=150 pA
I 21B1 2132' toscl wspérozynnikéw ’ ’ UEI‘_ B2 -5 v
) wzmooniénis pradowego CB1 “CB2
tranzystordéw T, ir '
w ukiadzie wepélnej
azy ,
h Rdﬂnioa atst oznyoh war-| 0,002]0,008f ~I o u=X,, =150
21837 215“' toéci wapélcgynnikéw . 1 U E3 Ek-5 v s
wzmoonienia pradowego S CB3™ GB#
tranzystordéw TJ i TA
/w ukladgzie wspdlneJ
basy/
) ] Wspblosynnik szumbw 4B 6 tp-1 kHz; -1 -150 pA
‘ 5=3 Vi 38-1 x§2
B = 200 s
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